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１．概要（Summary） 

MEMS における保護膜として、酸化シリコンの中でも

特に緻密で欠陥のない熱酸化膜を用いることを検討して

いる。 
今回の実験では、比較的厚い熱酸化膜を成膜するた

め、酸化拡散炉で Si ウエハと SOI ウエハをウェット酸化

し、成膜した熱酸化膜の膜厚を確認する実験を、東北大

学試作コインランドリの設備を利用して行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
酸化拡散炉、膜厚計 
 
【実験方法】 

使用した Si ウエハは、ウエハサイズが 4 インチ、片面ミ

ラー仕上げのものを使用した。SOI ウエハも同様にウエハ

サイズが 4 インチのものを使用した。熱酸化工程は、保護

膜として用いる比較的厚い熱酸化膜を成膜したいことから、

ウェット酸化で行うこととした。熱酸化膜の目標膜厚は、保

護膜としての用途と他の工程との兼ね合いから、約 550 
nm とした。 

酸化拡散炉によるウェット酸化は、目標温度まで昇温

後、酸素と水素の燃焼によって生成した水蒸気を一定時

間導入することで実施した。成膜は Si ウエハと SOI ウエ

ハの合計 11 枚を 1 バッチで実施した。成膜した試料は、

膜厚計を用いて、Si ウエハのミラー仕上げ面および SOI
ウエハのデバイス層 Si 表面に成膜された熱酸化膜の膜

厚測定を行った。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
酸化拡散炉で Siウエハと SOIウエハをウェット酸化し、

成膜できる熱酸化膜の膜厚を確認する実験を実施した。 

 
膜厚計を用いて、Si ウエハのミラー仕上げ面および

SOI ウエハのデバイス層 Si 表面に成膜された熱酸化膜

の膜厚を測定した。11 枚のウエハの熱酸化膜の膜厚は、

平均 540.3[nm]、最大 555.3 nm、最小 521.2 nm、標準

偏差 6.9 nm であった。事前に想定した目標膜厚の約

550 nm に沿った成膜ができており、ウエハ面内に均一な

成膜ができていることから、保護膜として使用するのに適

した成膜ができていることを確認した。 
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